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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含む半導体装置の製造方法：
（ａ）チップ搭載領域を囲む第１領域、前記第１領域を囲む導電性部材からなる四角形の
保持枠、前記保持枠に連結保持され、前記チップ搭載領域を囲み、前記第１領域に配置さ
れた前記導電性部材からなる第１厚さの複数のリード、前記保持枠に連結保持された前記
導電性部材からなる前記第１厚さよりも薄い第２厚さの吊りリード、および前記吊りリー
ドに保持された前記導電性部材からなる前記第１厚さの識別用目印を有する単位フレーム
を複数配列したリードフレームを準備する工程；
（ｂ）第１主面、前記第１主面に設けられた複数のチップ領域、前記複数のチップ領域の
うちの互いに隣り合うチップ領域間に設けられた切断領域、および前記第１主面とは反対
側の第２主面を有する半導体ウエハを準備する工程；
（ｃ）前記半導体ウエハの前記第２主面に樹脂シートを貼り付ける工程；
（ｄ）前記工程（ｃ）の後、前記切断領域に沿って前記半導体ウエハおよび前記樹脂シー
トを切断し、前記樹脂シートの一部を有する半導体チップを取得する工程；
（ｅ）前記工程（ｄ）の後、ヒートステージの表面に配置されたフレームテープの上面に
前記リードフレームを固定し、前記リードフレームを構成する前記単位フレームの前記チ
ップ搭載領域に前記樹脂シートの前記一部を介して前記半導体チップを配置し、前記半導
体チップを前記フレームテープの前記上面に固定する工程；
（ｆ）前記工程（ｅ）の後、前記半導体チップの複数の電極パッドと前記複数のリードの
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表面とを複数の導電性ワイヤを介してそれぞれ電気的に接続する工程；
（ｇ）前記工程（ｆ）の後、前記半導体チップ、前記複数の導電性ワイヤ、前記複数のリ
ードの前記表面および側面、前記吊りリード、前記識別用目印の表面および側面、ならび
に前記フレームテープの前記上面を樹脂で封止し、前記樹脂シートの前記一部を封止体の
一部とすることで、前記封止体を形成する工程；
（ｈ）前記工程（ｇ）の後、前記封止体から前記フレームテープを剥離し、前記封止体の
裏面から前記複数のリードの裏面および前記識別用目印の裏面を露出する工程；
（ｉ）前記工程（ｈ）の後、前記封止体、前記複数のリード、および前記吊りリードを切
断し、個々の前記半導体装置を取得する工程、
　ここで、前記工程（ａ）において、前記識別用目印および前記吊りリードは、平面視に
おいて前記第１領域に配置され、前記チップ搭載領域には配置されていない。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記保持枠は、互いに離間して第１方向に延在する第１保持部と第３保持部、および互
いに離間して前記第１方向と直交する第２方向に延在する第２保持部と第４保持部により
構成され、
　前記第１保持部と前記第２保持部、前記第２保持部と前記第３保持部、前記第３保持部
と前記第４保持部、前記第４保持部と前記第１保持部とがそれぞれ互いに連結し、
　前記吊りリードは前記第１方向に沿って延在する第１部分と、前記第２方向に沿って延
在する第２部分とから構成され、前記吊りリードの前記第１部分の一端が前記第４保持部
に連結し、前記吊りリードの前記第２部分の一端が前記第１保持部に連結し、前記吊りリ
ードの前記第１部分の他端と前記吊りリードの前記第２部分の他端とが前記識別用目印を
保持している。
【請求項３】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記保持枠は、互いに離間して第１方向に延在する第１保持部と第３保持部、および互
いに離間して前記第１方向と直交する第２方向に延在する第２保持部と第４保持部により
構成され、
　前記第１保持部と前記第２保持部、前記第２保持部と前記第３保持部、前記第３保持部
と前記第４保持部、前記第４保持部と前記第１保持部とがそれぞれ互いに連結し、
　前記吊りリードの一端が前記第１保持部に連結し、前記吊りリードの他端が前記識別用
目印を保持している。
【請求項４】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記封止体の前記裏面から露出する前記識別用目印の前記裏面の平面視における形状は
、円形または四角形である。
【請求項５】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記導電性部材は銅であり、前記複数のリードの前記裏面および前記識別用目印の前記
裏面にはパラジウム膜が形成されている。
【請求項６】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記工程（ａ）は、さらに以下の工程を含む：
（ａ１）表面、および前記表面と反対側の裏面を有する前記導電性部材を準備する工程；
（ａ２）前記導電性部材の前記表面に第１レジスト膜を塗布し、前記導電性部材の前記裏
面に第２レジスト膜を塗布する工程；
（ａ３）前記第１レジスト膜の一部領域および前記第２レジスト膜の一部領域にそれぞれ
露光光を照射して、前記第１レジスト膜の前記一部領域および前記第２レジスト膜の前記
一部領域を硬化させる工程；
（ａ４）前記第１レジスト膜および前記第２レジスト膜に現像処理を施して、前記第１レ
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ジスト膜の前記一部領域および前記第２レジスト膜の前記一部領域を前記導電性部材の前
記表面および前記裏面にそれぞれ残す工程；
（ａ５）前記第１レジスト膜の前記一部領域および前記第２レジスト膜の前記一部領域を
マスクとして前記導電性部材をエッチングし、前記導電性部材を加工する工程；
（ａ６）前記第１レジスト膜の前記一部領域および前記第２レジスト膜の一部領域を除去
する工程、
　ここで、前記導電性部材の前記表面側から透視したときに、前記第１レジスト膜の前記
一部領域が覆う領域は前記第２レジスト膜の前記一部領域が覆う領域よりも広いが、前記
第２レジスト膜の前記一部領域が覆う領域は全て前記第１レジスト膜の前記一部領域が覆
う領域と重なる。
【請求項７】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法において、
　前記工程（ａ５）では、前記導電性部材の前記表面側から透視したときに、前記第１レ
ジスト膜の前記一部領域と前記第２レジスト膜の前記一部領域とが重なって形成されてい
る領域では、前記導電性部材はエッチングされず、
　前記導電性部材の前記表面側から透視したときに、前記第１レジスト膜の前記一部領域
は形成されているが、前記第２レジスト膜の前記一部領域は形成されていない領域では、
前記導電性部材は前記表面側に一部を残して、前記裏面側から厚さ方向にエッチングされ
る。
【請求項８】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法において、
　前記工程（ａ５）では、前記識別用目印が形成される領域では、前記導電性部材の前記
表面側から透視したときに、前記第１レジスト膜の前記一部領域と前記第２レジスト膜の
前記一部領域とが重なって形成されており、前記導電性部材はエッチングされず、
　前記吊りリードが形成される領域では、前記導電性部材の前記表面側から透視したとき
に、前記第１レジスト膜の前記一部領域は形成されているが、前記第２レジスト膜の前記
一部領域は形成されておらず、前記導電性部材は前記表面側に一部を残して、前記裏面側
から厚さ方向にエッチングされる。
【請求項９】
　請求項８記載の半導体装置の製造方法において、
　前記識別用目印の前記第１厚さは、前記吊りリードの前記第２厚さの半分である。
【請求項１０】
　樹脂封止された半導体装置であって、
　前記半導体装置は、
　半導体チップと、
　前記半導体チップの裏面を封止する樹脂シートと、
　前記半導体チップの周囲に設けられた導電性部材からなる複数のリードと、
　前記半導体チップの複数の電極パッドと前記複数のリードとをそれぞれ電気的に接続す
る複数の導電性ワイヤと、
　前記複数のリードのうち１個のリードの傍に設けられた前記導電性部材からなる識別用
目印と、
　前記識別用目印に連結する吊りリードと、
　前記半導体チップ、前記複数のリードの表面および側面の一部、前記複数の導電性ワイ
ヤ、前記識別用目印の表面および側面、ならびに前記吊りリードの表面、裏面、および側
面の一部を樹脂により封止する封止体と、
を有し、
　前記封止体の裏面に、前記複数のリードの裏面および前記識別用目印の裏面が露出して
おり、
　前記封止体の前記裏面は、前記複数のリードで取り囲まれた第１領域と、前記第１領域
を除く第２領域と、を有し、
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　前記識別用目印および前記吊りリードは、平面視において前記第２領域に配置され、前
記第１領域には配置されていない。
【請求項１１】
　請求項１０記載の半導体装置において、
　前記封止体は、さらに前記裏面の反対側の表面および前記裏面と前記表面との間の側面
を有し、
　前記吊りリードは、さらに一端部と他端部とを有し、
　前記識別用目印は、前記一端部と前記他端部との間の前記吊りリードに設置され、
　前記吊りリードの前記一端部の一部は、前記封止体の前記側面から露出している。
【請求項１２】
　請求項１０記載の半導体装置において、
　前記導電性部材は銅であり、前記封止体の前記裏面から露出する前記複数のリードの前
記裏面および前記識別用目印の前記裏面にはパラジウム膜が形成されている。
【請求項１３】
　請求項１０記載の半導体装置において、
　前記複数のリードのインデックスを前記識別用目印によって認識する。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は半導体装置の製造技術および半導体装置に関し、例えばパッケージの裏面にリ
ードを有する半導体装置の製造に好適に利用できるものである。
【背景技術】
【０００２】
　樹脂封止された半導体装置の特性選別においては、複数のリード（外部接続端子、外部
端子、端子）のなかからインデックス（識別番号、通し番号、指標）として１番目のリー
ドと定められた１ｐｉｎ（１ピン）の位置を認識する必要がある。
【０００３】
　例えば特開２００８－２８８３０４号公報（特許文献１）には、モールド樹脂の下面か
ら露出する周辺部の吊りリードの先端部を補強端子部として構成し、１つの補強端子部を
、他の補強端子部とはモールド樹脂から露出する形状が異なるものとすることにより、１
ｐｉｎを認識する技術が開示されている。
【０００４】
　また、特開２０１１－０９１１４５号公報（特許文献２）には、樹脂パッケージの裏面
に露出するアイランドのコーナー部の一部を切り欠くことで、アイランドの露出形状が位
置認識マークとして利用される技術が開示されている。
【０００５】
　また、特開２００６－２２９２６３号公報（特許文献３）には、樹脂封止体の裏面から
複数の吊りリードの一部を露出させ、そのうちの１本を樹脂封止体の向きを認識するため
のインデックスとして用いる技術が開示されている。
【０００６】
　また、特開２００３－３３２５１３号公報（特許文献４）には、封止体の表面側の対角
線方向に沿った２つのコーナー部に切り欠き部を設け、これら切り欠き部から、円形の平
面形状を有する認識マークが設けられた吊りリードの一部を露出する技術が開示されてい
る。
【０００７】
　また、特開２００４－３２７９０３号公報（特許文献５）には、リードの一面をハーフ
エッチング面、他面を非ハーフエッチング面とし、非ハーフエッチング面と外側側面とを
樹脂から露出させ、これ以外を樹脂中にして樹脂封止した半導体装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００８】
【特許文献１】特開２００８－２８８３０４号公報
【特許文献２】特開２０１１－０９１１４５号公報
【特許文献３】特開２００６－２２９２６３号公報
【特許文献４】特開２００３－３３２５１３号公報
【特許文献５】特開２００４－３２７９０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　樹脂封止された半導体装置（半導体パッケージ）においては、その裏面から露出する複
数のリードのなかから１個のリードを「１ｐｉｎ」と定めている。この１ｐｉｎは、半導
体装置の向きの識別、または検査時において複数のリードの各々を識別する役割を担う。
そのため、外観から容易に１ｐｉｎを認識できることが必要である。しかし、パーツフィ
ーダ方式の特性選別を採用する場合、タブレスパッケージでは１ｐｉｎの位置認識ができ
ないという課題が生じていた。
【００１０】
　その他の課題と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろ
う。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　一実施の形態によれば、吊りリードに連結され、樹脂封止体の裏面に露出する識別用目
印を形成し、この識別用目印によって樹脂封止体の裏面に露出する複数のリードのなかか
ら１ｐｉｎの位置認識を行う。
【発明の効果】
【００１２】
　一実施の形態によれば、タブレスパッケージにおいて１ｐｉｎの位置認識を容易に行う
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】一実施の形態による半導体装置の裏面を示す要部平面図である。
【図２】一実施の形態による半導体装置の１番目のインデックスが付されたリード（１ｐ
ｉｎ）が配置された外側側面を示す要部側面図である。
【図３】一実施の形態による半導体装置の最終番目のインデックスが付されたリードが配
置された外側側面を示す要部側面図である。
【図４】一実施の形態によるウエハ準備工程における半導体装置の要部断面図である。
【図５】一実施の形態による樹脂シート貼り付け工程における半導体装置の要部断面図で
ある。
【図６】一実施の形態によるダイシングテープ工程における半導体装置の要部断面図であ
る。
【図７】一実施の形態によるウエハダイシング工程における半導体装置の要部断面図であ
る。
【図８】一実施の形態によるリードフレームの表面を示す要部平面図である。
【図９】一実施の形態によるリードフレームの裏面を示す要部平面図である。
【図１０】一実施の形態によるリードフレームの製作方法を説明する工程図である。
【図１１】（ａ）および（ｂ）はそれぞれ、一実施の形態によるリードフレームの製作工
程におけるリードフレームの表面および裏面を示す要部平面図である。
【図１２】一実施の形態によるリードフレームの製作工程におけるリードフレームの断面
を示す要部断面図である。
【図１３】（ａ）および（ｂ）はそれぞれ、図１１および図１２に続く、図１１（ａ）お
よび（ｂ）と同じ個所の要部平面図である。



(6) JP 5919087 B2 2016.5.18

10

20

30

40

50

【図１４】図１１および図１２に続く、図１２と同じ個所の要部断面図である。
【図１５】（ａ）および（ｂ）はそれぞれ、図１３および１４に続く、図１１（ａ）およ
び（ｂ）と同じ個所の要部平面図である。
【図１６】図１３および図１４に続く、図１２と同じ個所の要部断面図である。
【図１７】（ａ）および（ｂ）はそれぞれ、図１５および１６に続く、図１１（ａ）およ
び（ｂ）と同じ個所の要部平面図である。
【図１８】図１５および図１６に続く、図１２と同じ個所の要部断面図である。
【図１９】（ａ）および（ｂ）はそれぞれ、図１７および１８に続く、図１１（ａ）およ
び（ｂ）と同じ個所の要部平面図である。
【図２０】図１７および図１８に続く、図１２と同じ個所の要部断面図である。
【図２１】（ａ）および（ｂ）はそれぞれ、図１９および２０に続く、図１１（ａ）およ
び（ｂ）と同じ個所の要部平面図である。
【図２２】図１９および図２０に続く、図１２と同じ個所の要部断面図である。
【図２３】一実施の形態によるダイボンディング工程における半導体装置の要部断面図で
ある。
【図２４】一実施の形態によるワイヤボンディング工程における半導体装置の要部断面図
である。
【図２５】一実施の形態によるモールド工程における半導体装置の要部断面図である。
【図２６】一実施の形態によるレーザーマーク工程における半導体装置の要部断面図であ
る。
【図２７】一実施の形態によるパッケージダイシング工程における半導体装置の要部断面
図である。
【図２８】一実施の形態による半導体装置の表面を示す要部平面図である。
【図２９】一実施の形態による半導体装置の裏面を示す要部平面図である。
【図３０】一実施の形態による半導体装置の断面を示す要部断面図である。
【図３１】一実施の形態による自動部品供給装置を説明する概略図である。
【図３２】一実施の形態によるパーツフィーダー方式の特性選別を説明する工程図である
。
【図３３】一実施の形態による半導体装置の製造方法を説明する工程図である。
【図３４】一実施の形態の第１変形例によるリードフレームの表面を示す要部平面図であ
る。
【図３５】一実施の形態の第１変形例によるリードフレームの裏面を示す要部平面図であ
る。
【図３６】一実施の形態の第２変形例による半導体装置の断面を示す要部断面図である。
【図３７】一実施の形態の第２変形例による半導体装置の裏面を示す要部平面図である。
【図３８】一実施の形態の第３変形例による半導体装置の裏面を示す要部平面図である。
【図３９】一実施の形態の第３変形例による半導体装置の１番目のインデックスが付され
たリード（１ｐｉｎ）が配置された外側側面を示す要部側面図である。
【図４０】一実施の形態の第３変形例による半導体装置の最終番目のインデックスが付さ
れたリードが配置された外側側面を示す要部側面図である。
【図４１】一実施の形態の第３変形例による１個のリードを拡大して示すリードの要部断
面図である。
【図４２】一実施の形態の第３変形例による複数のリードを有する基材の製造方法を説明
する工程図である。
【図４３】一実施の形態の第３変形例による複数のリードを有する基材の製造方法を説明
する製造工程中における基材の要部断面図である。
【図４４】図４３に続く、図４３と同じ箇所の要部断面図である。
【図４５】図４４に続く、図４３と同じ箇所の要部断面図である。
【図４６】図４５に続く、図４３と同じ箇所の要部断面図である。
【図４７】図４６に続く、図４３と同じ箇所の要部断面図である。
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【図４８】図４７に続く、図４３と同じ箇所の要部断面図である。
【図４９】図４８に続く、図４３と同じ箇所の要部断面図である。
【図５０】一実施の形態の第３変形例によるダイボンディング工程における半導体装置の
要部断面図である。
【図５１】一実施の形態の第３変形例によるワイヤボンディング工程における半導体装置
の要部断面図である。
【図５２】一実施の形態の第３変形例によるモールド工程における半導体装置の要部断面
図である。
【図５３】一実施の形態の第３変形例によるレーザーマーク工程における半導体装置の要
部断面図である。
【図５４】一実施の形態の第３変形例によるパッケージダイシング工程における半導体装
置の要部断面図である。
【図５５】一実施の形態の第３変形例による半導体装置の裏面を示す要部平面図である。
【図５６】一実施の形態の第３変形例による半導体装置の断面を示す要部断面図である。
【図５７】一実施の形態の第３変形例による半導体装置の製造方法を説明する工程図であ
る。
【図５８】本発明者らによって検討されたＱＦＮの一例であるタブレスパッケージの裏面
の要部平面図である。
【図５９】本発明者らによって検討されたＱＦＮの一例であるタブレスパッケージの第１
変形例の裏面の要部平面図である。
【図６０】本発明者らによって検討されたＱＦＮの一例であるタブレスパッケージの第２
変形例の裏面の要部平面図である。
【図６１】本発明者らによって検討されたＱＦＮの他の例であるタブ有りパッケージの裏
面の要部平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下の実施の形態において、便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実
施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なも
のではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明等の関係にある。
【００１５】
　また、以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言
及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除
き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良い。さらに、
以下の実施の形態において、その構成要素（要素ステップ等も含む）は、特に明示した場
合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のもので
はないことは言うまでもない。同様に、以下の実施の形態において、構成要素等の形状、
位置関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に明らかにそうでないと考
えられる場合等を除き、実質的にその形状等に近似または類似するもの等を含むものとす
る。このことは、上記数値および範囲についても同様である。
【００１６】
　また、以下の実施の形態において、タブレスパッケージとは、半導体チップを搭載する
基材（タブ、アイランド）がなく、半導体チップを封止する樹脂封止体の裏面（下面、底
面）に上記基材が露出しない樹脂パッケージを言う。
【００１７】
　また、以下の実施の形態で用いる図面においては、平面図であっても図面を見易くする
ためにハッチングを付す場合もある。また、以下の実施の形態を説明するための全図にお
いて、同一機能を有するものは原則として同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略
する。以下、本実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１８】
　（詳細な課題）
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　リードフレームに搭載された半導体チップを樹脂からなる封止体によって封止した半導
体パッケージの一種にＱＦＮ（Quad Flat Non-leaded package）がある。
【００１９】
　ＱＦＮは、封止体の中央部に半導体チップを配置し、半導体チップの周囲に複数のリー
ドを配置し、封止体の内部において半導体チップの表面に形成された複数の電極パッドと
複数のリードの表面とを複数のボンディングワイヤを介してそれぞれ電気的に接続し、複
数のリードの裏面を封止体の裏面から露出する構造となっている。そして、封止体の裏面
から露出した複数のリードのそれぞれの裏面を配線基板の電極（フットプリント）に半田
付けすることによって、半導体パッケージは実装される。このＱＦＮは、複数のリードが
封止体の側面から横方向に延びるＱＦＰ（Quad Flat Package）に比べて、実装面積が小
さくなるという利点を備えている。
【００２０】
　図５８に、ＱＦＮの一例であるタブレスパッケージの裏面の要部平面図を示す。封止体
ＭＯ１の外周部の裏面には、複数（２４個）のリードＬＥ１の裏面がそれぞれ露出してい
る。図５８中に示す数字は各リードＬＥ１のインデックス（識別番号、通し番号、指標）
であり、インデックス１に該当するリードＬＥ１を「１ｐｉｎ」と言う。
【００２１】
　図５９に、ＱＦＮの一例であるタブレスパッケージの第１変形例の裏面の要部平面図を
示す。封止体ＭＯ２の外周部の裏面には、複数（２０個）のリードＬＥ２の裏面がそれぞ
れ露出している。前述の図５８と同様に、図５９中に示す数字は各リードＬＥ２のインデ
ックスであり、インデックス１に該当するリードＬＥ２を「１ｐｉｎ」と言う。
【００２２】
　封止体ＭＯ２から露出した１ｐｉｎの裏面における封止体ＭＯ２の外周に沿った方向の
幅が、封止体ＭＯ２から露出した他のリードＬＥ２の裏面における封止体ＭＯ２の外周に
沿った幅よりも大きく形成されている。すなわち、この１ｐｉｎの封止体ＭＯ２の裏面か
ら露出する形状は、他のリードＬＥ２の封止体ＭＯ２の裏面から露出する形状とは相違し
ており、これにより、１ｐｉｎを認識することができる。
【００２３】
　図６０に、ＱＦＮの一例であるタブレスパッケージの第２変形例の裏面の要部平面図を
示す。封止体ＭＯ３の外周部の裏面には、複数（１６個）のリードＬＥ３の裏面がそれぞ
れ露出している。前述の図５８と同様に、図６０中に示す数字は各リードＬＥ３のインデ
ックスであり、インデックス１に該当するリードＬＥ３を「１ｐｉｎ」と言う。
【００２４】
　封止体ＭＯ３から露出した１ｐｉｎの裏面における封止体ＭＯ３の外周に沿った方向と
封止体ＭＯ３の裏面上で直交する方向の長さが、封止体ＭＯ３から露出した他のリードＬ
Ｅ３の裏面における封止体ＭＯ３の外周に沿った方向と封止体ＭＯ３の裏面上で直交する
方向の長さよりも短く形成されている。すなわち、この１ｐｉｎの封止体ＭＯ３の裏面か
ら露出する形状は、他のリードＬＥ２の封止体ＭＯ３の裏面から露出する形状とは相違し
ており、これにより、１ｐｉｎを認識することができる。
【００２５】
　図６１に、ＱＦＮの他の例であるタブ有りパッケージの裏面の要部平面図を示す。封止
体ＭＯ４の外周部の裏面には、複数（２０個）のリードＬＥ４の裏面がそれぞれ露出して
いる。さらに、封止体ＭＯ４の中央部の裏面には、１個の四角形のタブ（アイランド）Ｌ
Ｅ５が露出している。前述の図５８と同様に、図６１中に示す数字は各リードＬＥ４のイ
ンデックスであり、インデックス１に該当するリードＬＥ４を「１ｐｉｎ」と言う。封止
体ＭＯ４の裏面から露出しているタブＬＥ５の１つの角部に切り欠け部を形成することに
より、１ｐｉｎを認識することができる。
【００２６】
　ところで、このようなパッケージ構造を有する半導体装置の特性選別においては、従来
トレイ方式の特性選別またはプローバー方式の特性選別を採用していた。
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【００２７】
　しかしながら、トレイ方式の特性選別は、個々の半導体装置（半導体パッケージ）をト
レイに詰めるため、作業に長時間を要していた。また、プローバー方式の特性選別は、品
種切り替えなどに時間がかかるためフレキシビリティが不足していた。さらに、トレイ方
式の特性選別およびプローバー方式の特性選別では、検査装置による特性選別の後に、別
途半導体装置を梱包する梱包装置が必要であった。
【００２８】
　そこで、本発明者らは、パーツフィーダー方式の特性選別の採用を検討した。パーツフ
ィーダ方式の特性選別は、トレイ方式の特性選別よりも作業時間が短縮でき、かつ品種切
り替えも容易に行えるという利点を有している。さらに、半導体装置の検査および梱包も
一台の装置において連続して行うことができる。
【００２９】
　ところが、パーツフィーダー方式の特性選別では、ダイシングにより個片化された複数
の半導体装置が一旦バラバラになるため、検査時には１ｐｉｎを認識して、半導体装置の
向きを揃える必要がある。なお、トレイ方式の特性選別では、ダイシングにより個片化さ
れた複数の半導体装置を、例えばコレットを用いて個々にトレイに詰めるため、１ｐｉｎ
の識別は不要であった。また、プローバー方式の特性選別では、ダイシングにより個片化
された複数の半導体装置を固定リング（Ｃリング）に貼り付けたまま検査を行うため、１
ｐｉｎの識別は不要であった。
【００３０】
　しかし、前述の図５８に示したタブレスパッケージでは、１ｐｉｎの認識ができない。
【００３１】
　また、前述の図５９および図６０に示したタブレスパッケージでは、１ｐｉｎの認識は
可能ではあるが、配線基板の電極を１ｐｉｎの形状に合わせる必要があるため、１ｐｉｎ
の形状を変更するには顧客の許可が必要となる。さらに、前述の図５９および図６０に示
したタブレスパッケージでは、１ｐｉｎの形状変更による面積の増減は数％程度であるた
め、半導体装置のサイズが、例えば１辺が２ｍｍ程度と小さくなると画像認識が難しくな
り、１ｐｉｎの正確な認識ができなくなる恐れがあった。
【００３２】
　また、前述の図６１に示したタブ有りパッケージでも、同様に、半導体装置のサイズが
、例えば１辺が２ｍｍ程度と小さくなると画像認識が難しくなり、１ｐｉｎの正確な認識
ができなくなる恐れがあった。
【００３３】
　本実施の形態では、吊りリードにより保持した識別用目印を形成し、この識別用目印を
封止体の裏面から露出させることにより、特に、タブレスパッケージにおいて１ｐｉｎの
位置認識を容易に行うことができる技術を開示する。
【００３４】
　（実施の形態）
　≪半導体装置≫
　本実施の形態１による半導体装置の構造を図１～図３を用いて説明する。ここでは、１
２個のリード（外部接続端子、外部端子、端子）を備えるタブレスパッケージを例示する
。
【００３５】
　図１は半導体装置の裏面を示す要部平面図、図２は半導体装置の１ｐｉｎ（インデック
ス１のリード）が配置された外側側面を示す要部側面図、図３は半導体装置の最終番目の
インデックスが付されたリード（インデックス１２のリード）が配置された外側側面を示
す要部側面図である。
【００３６】
　半導体装置（半導体パッケージ）ＳＤ１の平面視における形状は四角形であり、表面（
上面）、裏面（下面、底面）、および４つの側面（第１側面Ｓ１、第２側面Ｓ２、第３側
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面Ｓ３、および第４側面Ｓ４）を有する。
【００３７】
　半導体装置ＳＤ１は、例えば半導体チップ、半導体チップの周囲に設けられた複数のリ
ード（外部接続端子、外部端子、端子）ＬＥ、半導体チップの表面に設けられた複数の電
極パッド（ボンディングパッド、表面電極）と複数のリードＬＥの表面（上面）とをそれ
ぞれ電気的に接続する複数の導電性ワイヤから構成されている。そして、半導体チップ、
複数のリードＬＥの一部（表面（上面）と、側面の一部）、および複数の導電性ワイヤは
樹脂封止体（封止体）ＭＯによって封止されている。従って、樹脂封止体ＭＯも平面視に
おける形状は四角形であり、所定の厚さを持って、表面（上面）、表面と反対側の裏面（
下面、底面）を有している。
【００３８】
　図１に示すように、樹脂封止体ＭＯの裏面には、複数のリードＬＥの裏面（下面、実装
面）が露出する。ここでは１２個のリードＬＥを有する半導体装置ＳＤ１を例示している
ので、樹脂封止体ＭＯの裏面には１２個のリードＬＥの裏面が露出している。樹脂封止体
ＭＯの４つの角部のうち、１つの角部に最も近いリードＬＥの１個をインデックス１と定
め、これを基準にして、連続して樹脂封止体ＭＯの外周部の裏面に配置された複数のリー
ドＬＥに、順次インデックス（識別番号、通し番号、指標）が付けられている。インデッ
クス１に該当するリードＬＥを「１ｐｉｎ」と言う。
【００３９】
　半導体装置ＳＤ１では、第１側面Ｓ１に沿ってインデックス１、２および３のリードＬ
Ｅが配置され、第２側面Ｓ２に沿ってインデックス４、５および６のリードＬＥが配置さ
れ、第３側面Ｓ３に沿ってインデックス７、８および９のリードＬＥが配置され、第４側
面Ｓ４に沿ってインデックス１０、１１および１２のリードＬＥが配置されている。図１
中にリードＬＥと重ねて付した数字がインデックスである。
【００４０】
　さらに、１ｐｉｎに最も近い樹脂封止体ＭＯの角部には、１ｐｉｎに隣接して画像認識
エリアＰＲＡが設けられており、この画像認識エリアＰＲＡにおいて、樹脂封止体ＭＯの
裏面に識別用目印ＰＰの裏面（下面）が露出している。この識別用目印ＰＰは、後に説明
する吊りリードに保持されており、１２個のリードＬＥと同一の導電性部材からなる。上
記導電性部材は、例えば銅（Ｃｕ）であり、樹脂封止体ＭＯの裏面から露出する１２個の
リードＬＥの裏面および識別用目印ＰＰの裏面には、例えばパラジウム（Ｐｄ）膜が形成
されている。
【００４１】
　また、図２および図３に示すように、樹脂封止体ＭＯの側面にも、１２個のリードＬＥ
の側面の他部が露出する。図２および図３中にリードＬＥと重ねて付した数字がインデッ
クスである。図２に示すように、第１側面Ｓ１にはインデックス１、２および３のリード
ＬＥの側面の他部が露出し、図３に示すように、第４側面Ｓ４にはインデックス１０、１
１および１２のリードＬＥの側面の他部が露出する。また、側面図は省略するが、第１側
面Ｓ１および第４側面Ｓ４と同様に、第２側面Ｓ２にはインデックス４、５および６のリ
ードＬＥの側面の他部が露出し、第３側面Ｓ３にはインデックス７、８および９のリード
ＬＥの側面の他部が露出する。
【００４２】
　さらに、上記識別用目印ＰＰを保持する吊りリードＬＬは、１ｐｉｎが露出する樹脂封
止体ＭＯの第１側面Ｓ１に露出しており、１ｐｉｎの傍に１ｐｉｎと離間して位置する。
同様に、上記識別用目印ＰＰを保持する吊りリードＬＬは、第４側面Ｓ４にも露出してお
り、最終番目のインデックスが付されたリードＬＥ（インデックス１２のリードＬＥ）の
傍に、このリードＬＥと離間して位置する。
【００４３】
　識別用目印ＰＰは、画像認識により検知することができる。画像認識では、画像を２値
化することにより識別用目印ＰＰの有無を判断する。例えば半導体装置ＳＤ１の裏面の複
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数のリードＬＥが形成されていない四隅の領域（画像認識エリアＰＲＡおよびこれと同一
面積を有する他の三隅の領域）を抜き出して画像認識を行い、ピクセルの違いを判断する
。ピクセルの違いが１５％以上あれば、反射の有るところ（識別用目印ＰＰの有るところ
）と反射の無いところ（識別用目印ＰＰの無いところ）を判断することが可能であるので
、画像認識において画像処理する領域（画像認識エリアＰＲＡ）に対する識別用目印ＰＰ
の平面面積は１５％以上とすることが好ましい。
【００４４】
　このように、１ｐｉｎの傍に識別用目印ＰＰを設けることにより、１ｐｉｎの位置識別
が容易となる。従って、１ｐｉｎを認識して半導体装置ＳＤ１の向きを揃えることができ
るので、半導体装置ＳＤ１の検査において、パーツフィーダー方式の特性選別を採用する
ことができる。
【００４５】
　≪半導体装置の製造方法≫
　次に、本実施の形態による半導体装置の製造方法を図４～図３３を用いて工程順に説明
する。ここでは、１２個のリード（外部接続端子、外部端子、端子）を備えるタブレスパ
ッケージを例示する。
【００４６】
　図４～図７は半導体装置の製造方法を説明する製造工程中における半導体装置の要部断
面図である。図８はリードフレームの表面を示す要部平面図、図９はリードフレームの裏
面を示す要部平面図である。図１０～図２２はリードフレームの製作工程を説明する図で
ある。図２３～図２７は半導体装置の製造方法を説明する製造工程中における半導体装置
の要部断面図である。図２８は半導体装置の表面を示す要部平面図、図２９は半導体装置
の裏面を示す要部平面図、図３０は半導体装置の断面を示す要部断面図である。図３１は
自動部品供給装置を説明する概略図である。図３２はパーツフィーダー方式の特性選別を
説明する工程図である。図３３は半導体装置の製造方法を説明する工程図である。
【００４７】
　＜ウエハ準備工程Ｐ１＞
　図４に示すように半導体ウエハ１を準備する。半導体ウエハ１は単結晶シリコンからな
り、その直径は、例えば２００ｍｍまたは３００ｍｍ、その厚さ（第１の厚さ）は、例え
ば０．７ｍｍ以上（製造工程への投入時の値）である。半導体ウエハ１は、第１主面（表
面）１ｘ、第１主面１ｘにマトリックス状に区画形成された複数のチップ領域１ＣＡ、複
数のチップ領域１ＣＡのうちの互いに隣り合うチップ領域１ＣＡ間に形成された切断領域
（スクライブ領域、ダイシング領域、ダイシングライン）１ＳＡ、および第１主面１ｘと
は反対側の第２主面（裏面）１ｙを有している。
【００４８】
　半導体ウエハ１の第１主面１ｘの各チップ領域１ＣＡには、これに限定されないが、複
数の半導体素子と、絶縁層と配線層とをそれぞれ複数段積み重ねた多層配線層と、この多
層配線層を覆うようにして形成された表面保護膜とから構成される集積回路が形成されて
いる。上記絶縁層は、例えば酸化シリコン（ＳｉＯ２）膜で形成されている。上記配線層
は、例えばアルミニウム（Ａｌ）、タングステン（Ｗ）、または銅などの金属膜で形成さ
れている。上記表面保護膜は、例えば酸化シリコン膜または窒化シリコン（Ｓｉ３Ｎ４）
膜等の無機絶縁膜および有機絶縁膜を積み重ねた多層膜で形成されている。また、半導体
ウエハ１の第１主面１ｘの各チップ領域１ＣＡには、上記複数の半導体素子と電気的に接
続された複数の電極パッド（ボンディングパッド、表面電極）２が各チップ領域１ＣＡの
各辺に沿って配置されている（図４には、複数の電極パッド２のうちの一部を記載）。こ
れら複数の電極パッド２は、上記多層配線層のうちの最上層の配線からなり、上記表面保
護膜にそれぞれの電極パッド２に対応して形成された開口部により露出している。
【００４９】
　＜バックグラインド工程Ｐ２＞
　半導体ウエハ１の第１主面１ｘ側に集積回路を覆う保護テープ（バックグラインドテー
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プ）を貼り付けた後、半導体ウエハ１の第２主面１ｙを、研削材（例えば粗さ♯３６０）
を用いて粗研削することにより、半導体ウエハ１の厚さを所定の厚さまで薄くする。続い
て半導体ウエハ１の第２主面１ｙを、先に使用した研削材よりも目の粗さが細かい研削材
（例えば粗さ♯１５００または♯２０００）を用いて仕上げ研削することにより、粗研削
時に生じた半導体ウエハ１の第２主面１ｙの歪みを除去する（バックグラインド）。さら
に、仕上げ研削時に生じた半導体ウエハ１の第２主面１ｙの研磨スジを、例えばスピンエ
ッチ法、ＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）法などにより除去する（ストレスリ
リーフ）。上記バックグラインドおよび上記ストレスリリーフを終えた時点での半導体ウ
エハ１の厚さ（第２の厚さ）は、例えば０．１３ｍｍである。なお、上記ストレスリリー
フは全ての半導体ウエハ１に対して行う必要はなく、半導体チップに要求される強度に応
じて行う。
【００５０】
　＜樹脂シート貼り付け工程Ｐ３＞
　図５に示すように、半導体ウエハ１の第２主面１ｙに、フィルム状の樹脂シート（接着
シート、接着フィルム、封止材）３を貼り付ける。樹脂シート３は、半導体装置ＳＤ１と
して完成した後において、半導体チップの裏面を保護する封止材として機能する。樹脂シ
ート３は、例えば熱硬化型であり、フィラー（ＳｉＯ２の粒）を含有するエポキシ系樹脂
からなる。その厚さは、例えば２０～３０μｍであり、２５μｍを中心値とする周辺範囲
が好適である。また、そのフィラー含有量は、例えば６０ｗｔ％である。その後、樹脂シ
ート３が貼り付けられた半導体ウエハ１に対して熱処理を施す。
【００５１】
　＜ダイシングテープ工程Ｐ４＞
　図６に示すように、ダイシングテープ４を準備する。なお、図示はしないが、ダイシン
グテープ４の周縁部には、平面視において環状のフレームが貼り付けられている。ダイシ
ングテープ４は、例えばポリオリフィンを基材とし、その厚さは、例えば９０μｍである
。また、ダイシングテープ４の上面（半導体ウエハ１が固定される面）には、図示はしな
いが、接着層が形成されている。接着層は、例えばアクリル系ＵＶ硬化型の粘着剤であり
、例えばＵＶ照射前は２００ｇ／２５ｍｍ、ＵＶ照射後は１０～２０ｇ／２５ｍｍの粘着
力を有している。
【００５２】
　次に、ダイシングテープ４の上面と半導体ウエハ１の第２主面１ｙとを対向させて、両
者を樹脂シート３を介して貼り付ける。これにより、ダイシングテープ４の上面に、樹脂
シート３を介して半導体ウエハ１が固定される。
【００５３】
　＜ウエハダイシング工程Ｐ５＞
　図７に示すように、例えばダイヤモンド微粒を貼り付けた極薄の円形刃を用いて、半導
体ウエハ１を切断領域１ＳＡに沿って縦、横に切断する。同時に、樹脂シート３も半導体
ウエハ１の切断領域１ＳＡに沿って縦、横に切断する。半導体ウエハ１は半導体チップ５
に個片化されるが、個片化された後も半導体チップ５はダイシングテープ４を介してフレ
ームに固定されているため、整列した状態を維持している。また、前の製造工程である樹
脂シート貼り付け工程Ｐ３において、半導体ウエハ１の第２主面１ｙに樹脂シート３が強
く接着されているので、半導体チップ５が樹脂シート３から剥がれて、半導体チップ５の
飛散等の問題も生じることはない。
【００５４】
　＜リードフレーム準備工程Ｐ６＞
　図８および図９に示すように、リードフレームＬＦ１を準備する。リードフレームＬＦ
１は、表面（上面）、表面と反対側の裏面（下面）とを有し、例えば銅などの導電性部材
からなる。リードフレームＬＦ１は、半導体製品１つ分に該当し、チップ搭載領域を囲む
四角形の保持枠（保持部）に１２個のリードＬＥおよび吊りリードＬＬを有する単位フレ
ームが複数配列した構成となっている。図８および図９には単位フレームに該当するリー
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ドフレームＬＦ１の一部を示している。
【００５５】
　チップ搭載領域を囲む保持枠は、互いに離間して第１方向に延在する２つの第１保持部
ＬＨ１と第３保持部ＬＨ３、互いに離間して第１方向と直交する第２方向に延在する２つ
の第２保持部ＬＨ２と第４保持部ＬＨ４により構成される。そして、単位フレームの中央
部（チップ搭載領域）を囲むように、１２個のリードＬＥが配置されている。１２個のリ
ードＬＥには、インデックス（識別番号、通し番号、指標）が付けられており、単位フレ
ームの１つの角部を選択し、この角部に最も近いリードＬＥの１つをインデックス１と定
める。そして、これを基準として、連続して単位フレームの周囲に配置されたリードＬＥ
に、順次インデックスが付けられている。インデックス１に該当するリードＬＥが、前述
したように「１ｐｉｎ」である。図８および図９中にリードＬＥと重ねて付した数字がイ
ンデックスである。
【００５６】
　また、これら１２個のリードＬＥは第１保持部ＬＨ１、第２保持部ＬＨ２、第３保持部
ＬＨ３、または第４保持部ＬＨ４に連結保持されている。例えば、インデックス１、２、
および３に該当するリードＬＥは第１保持部ＬＨ１に連結保持され、インデックス４、５
、および６に該当するリードＬＥは第２保持部ＬＨ２に連結保持され、インデックス７、
８、および９に該当するリードＬＥは第３保持部ＬＨ３に連結保持され、インデックス１
０、１１、および１２に該当するリードＬＥは第４保持部ＬＨ４に連結保持されている。
【００５７】
　さらに、吊りリードＬＬは、第１方向に沿って延在する第１部分と、第２方向に沿って
延在する第２部分とから構成される。吊りリードＬＬの第２部分の一端は第１保持部ＬＨ
１と第４保持部ＬＨ４とが交差する角部とインデックス１のリードＬＥ（１ｐｉｎ）との
間の第１保持部ＬＨ１に連結し、吊りリードＬＬの第１部分の一端は上記角部とインデッ
クス１２のリードＬＥ（最終番目のインデックスが付されたリードＬＥ）との間の第４保
持部ＬＨ４とに連結する。そして、吊りリードＬＬの第１部分の他端と吊りリードＬＬの
第２部分の他端とが識別用目印ＰＰを保持している。
【００５８】
　リードフレームＬＦ１の表面は平坦であるが、リードフレームＬＦ１の裏面の一部には
、リードフレームＬＦ１を厚さを約半分の厚さに加工するハーフエッチングが施されてお
り（例えば図９に示すハッチングを付した部分）、リードフレームＬＦ１の裏面は平坦で
はない。リードフレームＬＦ１のハーフエッチングが施されていない部分の厚さは、例え
ば０．１２５ｍｍである。
【００５９】
　１２個のリードＬＥにおいては、後のモールド工程において、樹脂封止体の裏面から露
出するリードＬＥの一部を除いて、リードＬＥの裏面側からハーフエッチングが施されて
いる。ハーフエッチングが施されたリードＬＥの他部は、後のモールド工程において、樹
脂封止体により封止される。その厚さは、例えば０．０６５ｍｍである。
【００６０】
　また、第１保持部ＬＨ１と第４保持部ＬＨ４とに繋がる吊りリードＬＬでは、吊りリー
ドＬＬの裏面側からハーフエッチングが施されている。この吊りリードＬＬに保持され、
ハーフエッチングが施されていない導電性部材が、後のモールド工程において、その裏面
が樹脂封止体の裏面から露出する識別用目印ＰＰとなる。ハーフエッチングが施された吊
りリードＬＬは、後のモールド工程において、樹脂封止体により封止される。その厚さは
、例えば０．０６５ｍｍである。
【００６１】
　また、保持部においては、第１保持部ＬＨ１と第２保持部ＬＨ２とが交差する角部、第
２保持部ＬＨ２と第３保持部ＬＨ３とが交差する角部、第３保持部ＬＨ３と第４保持部Ｌ
Ｈ４とが交差する角部、第４保持部ＬＨ４と第１保持部ＬＨ１とが交差する角部を除いて
、第１保持部ＬＨ１、第２保持部ＬＨ２、第３保持部ＬＨ３、および第４保持部ＬＨ４に
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は、これらの裏面側からハーフエッチングが施されている。ハーフエッチングが施された
第１保持部ＬＨ１、第２保持部ＬＨ２、第３保持部ＬＨ３、および第４保持部ＬＨ４の厚
さは、例えば０．０６５ｍｍである。
【００６２】
　次に、リードフレームＬＦ１の製作工程について図１０～図２２を用いて説明する。図
１０はリードフレームＬＦ１の製作方法を説明する工程図である。図１１（ａ）、図１３
（ａ）、図１５（ａ）、図１７（ａ）、図１９（ａ）、および図２１（ａ）はリードフレ
ームＬＦ１の表面を示す要部平面図、図１１（ｂ）、図１３（ｂ）、図１５（ｂ）、図１
７（ｂ）、図１９（ｂ）、および図２１（ｂ）はリードフレームＬＦ１の裏面を示す要部
平面図である。図１２、図１４、図１６、図１８、図２０、および図２２はリードフレー
ムＬＦ１の断面を示す要部断面図である。
【００６３】
　・Ｐ６－（１）銅生材準備工程
　図１１および図１２に示すように、導電性部材、例えば銅生材６を準備する。銅生材６
は、表面（上面）６ｘと、表面６ｘと反対側の裏面（下面）６ｙとを有し、その厚さは、
例えば０．１２５ｍｍである。
【００６４】
　・Ｐ６－（２）レジスト塗布工程
　図１３および図１４に示すように、銅生材６の表面６ｘおよび裏面６ｙにそれぞれレジ
スト膜７を塗布する。
【００６５】
　・Ｐ６－（３）露光工程
　図１５および図１６に示すように、レジスト膜７を残す領域（リードフレームが形成さ
れる領域）に銅生材６の表面６ｘ側および裏面６ｙ側からそれぞれ露光（ＵＶ（Ultra Vi
olet）光）を照射して、レジスト膜７を硬化させる。図１６中、レジスト膜７の硬化部分
を符号７Ａで示す。
【００６６】
　・Ｐ６－（４）現像工程
　図１７および図１８に示すように、レジスト膜７，７Ａに現像処理を施して、硬化した
レジスト膜７Ａを銅生材６の表面６ｘおよび裏面６ｙに残す。銅生材６の表面６ｘに形成
されたレジスト膜７Ａの形状と、銅生材６の裏面６ｙに形成されたレジスト膜７Ａの形状
とは互いに異なっている。その異なる領域がハーフエッチングが施される領域となる。
【００６７】
　すなわち、銅生材６の表面６ｘ側から透視したときに、銅生材６の表面６ｘに形成され
たレジスト膜７Ａが覆う領域は、銅生材６の裏面６ｙに形成されたレジスト膜７Ａが覆う
領域よりも広いが、銅生材６の裏面６ｙに形成されたレジスト膜７Ａが覆う領域は全て銅
生材６の表面６ｘに形成されたレジスト膜７Ａが覆う領域と重なる。
【００６８】
　・Ｐ６－（５）エッチング工程
　図１９および図２０に示すように、銅生材６の表面６ｘ側および裏面６ｙ側からそれぞ
れ溶解液８を銅生材６にスプレーして、レジスト膜７Ａに覆われていない銅生材６をエッ
チングする。表面６ｘおよび裏面６ｙともにレジスト膜７Ａが形成されていない領域の銅
生材６は厚さ方向に全てエッチングされる。一方、表面６ｘにはレジスト膜７Ａは形成さ
れているが裏面６ｙにはレジスト膜７Ａが形成されていない領域の銅生材６は、裏面６ｙ
から厚さ方向に約半分がエッチング（ハーフエッチング）される。
【００６９】
　すなわち、銅生材６の表面６ｘ側から透視したときに、銅生材６の表面６ｘに形成され
たレジスト膜７Ａと銅生材６の裏面６ｙに形成されたレジスト膜７Ａとが重なっている領
域では、銅生材６はエッチングされない。しかし、銅生材６の表面６ｘ側から透視したと
きに、銅生材６の表面６ｘにレジスト膜７Ａは形成されているが、銅生材６の裏面６ｙに
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レジスト膜７Ａは形成されていない領域では、銅生材６は表面６ｘ側に一部を残して、裏
面６ｙ側から厚さ方向にエッチングされる。
【００７０】
　従って、識別用目印ＰＰが形成される領域では、銅生材６の表面６ｘ側から透視したと
きに、銅生材６の表面６ｘに形成されたレジスト膜７Ａと銅生材６の裏面６ｙに形成され
たレジスト膜７Ａとが重なっており、銅生材６はエッチングされない。しかし、吊りリー
ドＬＬが形成される領域では、銅生材６の表面６ｘ側から透視したときに、銅生材６の表
面６ｘにレジスト膜７Ａは形成されているが、銅生材６の裏面６ｙにレジスト膜７Ａは形
成されておらず、銅生材６は表面６ｘ側に一部を残して、裏面６ｙ側から厚さ方向にエッ
チングされる。
【００７１】
　・Ｐ６－（６）剥離工程
　図２１および図２２に示すように、レジスト膜７Ａを除去することにより、リードフレ
ームＬＦ１が完成する。
【００７２】
　なお、本実施の形態では、平面視における識別用目印ＰＰの形状を円形としたが、これ
に限定されるものではなく、例えば四角形であってもよい。
【００７３】
　次に、リードフレームＬＦ１にめっき処理を施して、リードフレームＬＦ１の表面およ
び裏面に、例えばパラジウム膜（図示は省略）をめっき法により形成する。
【００７４】
　＜ダイボンディング工程Ｐ７＞
　ダイシングテープ４の下面側から紫外線を照射して、ダイシングテープ４の上面に形成
された接着層の接着力を、例えば１０～２０ｇ／２５ｍｍ程度に低下させることにより、
接着層を硬化させる。これにより、各半導体チップ５がダイシングテープ４から剥がれや
すくなる。
【００７５】
　次に、図２３に示すように、リードフレームＬＦ１の裏面と、熱源を有するヒートステ
ージ９の表面（上面）９ｘとを対向させて、ヒートステージ９の表面９ｘ上にフレームテ
ープ１０を介してリードフレームＬＦ１を配置する。ヒートステージ９は、例えばステン
レス（ＳＵＳ４３０）などの導電性部材から成り、例えば４０～８０℃に加熱されている
。
【００７６】
　次に、半導体チップ５の表面を円筒コレット１１によって吸着し、保持した後、半導体
チップ５をダイシングテープ４から引き剥がしてピックアップする。ダイシングテープ４
の上面に形成された接着層の接着力が弱められているので、薄く強度が低下している半導
体チップ５であっても確実にピックアップすることができる。半導体チップ５の裏面には
、樹脂シート３が接着している。
【００７７】
　次に、ピックアップされた半導体チップ５は、フレームテープ１０の所定のチップ搭載
領域に搬送される。続いて、半導体チップ５の裏面に接着している樹脂シート３を介して
、フレームテープ１０のチップ搭載領域に半導体チップ５を配置し、熱（例えば４０～８
０℃）を加えることで、フレームテープ１０のチップ搭載領域に半導体チップ５を固定す
る。
【００７８】
　＜ワイヤボンディング工程Ｐ８＞
　図２４に示すように、半導体チップ５の表面の縁辺に配置された複数の電極パッド２と
、チップ搭載領域の周囲に位置する複数のリードＬＥの表面とを、例えば熱圧着に超音波
振動を併用したネイルヘッドボンディング法（ボールボンディング法）により、複数の導
電性ワイヤ１２を用いてそれぞれ電気的に接続する。具体的には、導電性ワイヤ１２の先
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端をアーク放電により溶融して表面張力でボールを形成し、それをキャピラリ（円筒状の
接続治具）１３により電極パッド２およびリードＬＥの表面に、例えば１２０ｋＨｚの超
音波振動を加えながら熱圧着する。
【００７９】
　また、主として、正ボンディング方式（半導体チップ５の電極パッド２と導電性ワイヤ
１２の一部を接続した後に、リードＬＥと導電性ワイヤ１２の他部を接続する方式）を用
いるが、逆ボンディング方式（リードＬＥと導電性ワイヤ１２の一部を接続した後に、半
導体チップ５の電極パッド２と導電性ワイヤ１２の他部を接続する方式）を用いても良い
。
【００８０】
　＜モールド工程Ｐ９＞
　図２５に示すように、複数の半導体チップ５が搭載されたリードフレームＬＦ１および
フレームテープ１０を金型成型機にセットし、温度を上げて液状化した封止樹脂を金型成
型機に圧送して流し込み、フレームテープ１０の半導体チップ等が搭載された面側を封止
樹脂で封入して、１つの樹脂封止体（封止体）ＭＯを形成する。樹脂封止体ＭＯは、低応
力化を図ることを目的として、例えばフェノール系硬化剤、シリコーンゴム、および多数
のフィラー（例えばシリカ）などが添加されたエポキシ系の熱硬化性絶縁樹脂からなる。
【００８１】
　＜ベーク工程Ｐ１０＞
　例えば１７５℃の温度で５時間の熱処理（ポストキュアベーク）を施す。この熱処理は
、例えばエア（Ａｉｒ）ベークである。これにより、複数の半導体チップ５、複数のリー
ドＬＥのそれぞれの一部（表面と、側面の一部）、複数の導電性ワイヤ１２、および識別
用目印ＰＰの一部（表面（上面）と、側面）などが樹脂封止体ＭＯによって封止される。
樹脂封止体ＭＯの厚さは、例えば３００μｍである。
【００８２】
　＜レーザーマーク工程Ｐ１１＞
　図２６に示すように、フレームテープ１０を除去した後、レーザー１４を用いて樹脂封
止体ＭＯの上面に品名などを捺印する。
【００８３】
　＜パッケージダイシング工程Ｐ１３＞
　図２７に示すように、ダイシングテープ１５を準備する。続いて、ダイシングテープ１
５の上面に、複数の半導体チップ５、複数のリードＬＥのそれぞれの一部（表面と、側面
の一部）、および複数の導電性ワイヤ１２などを被覆した樹脂封止体ＭＯを固定する。
【００８４】
　次に、例えばダイヤモンド微粒を貼り付けた極薄の円形刃を用いて、樹脂封止体ＭＯの
裏面側から樹脂封止体ＭＯ、複数のリードＬＥ、および吊りリードＬＬをスクライブ領域
に沿って縦、横に切断する。樹脂封止体ＭＯは半導体装置（半導体パッケージ）ＳＤ１に
個片化されるが、個片化された後も半導体装置ＳＤ１はダイシングテープ１５を介して固
定されているため、整列した状態を維持している。続いて、樹脂封止体ＭＯを切断する際
に発生した屑などを除去するために、半導体装置ＳＤ１を洗浄する。
【００８５】
　＜バラ落とし工程Ｐ１４＞
　図２８～図３０に示すように、ダイシングテープ１５を除去することにより、個々の半
導体装置ＳＤ１に分ける。図２８に示すように、半導体装置ＳＤ１の表面には、レーザマ
ークが印字されている。また、図２９に示すように、半導体装置ＳＤ１の裏面には、１２
個のリードＬＥのそれぞれの裏面、および半導体チップ５の裏面に貼られた樹脂シート３
が露出している。従って、半導体チップ５の裏面は、樹脂シート３に保護されている。ま
た、半導体装置ＳＤ１の側面には、１２個のリードの側面の一部が樹脂封止体ＭＯから露
出している。なお、樹脂シート３は樹脂封止体ＭＯと区別して視認することが難しいため
、後述する１ｐｉｎの位置認識では樹脂シート３は認識されない。
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【００８６】
　個々に分けられた複数の半導体装置ＳＤ１は、後の工程において検査され、良品と判断
された半導体装置ＳＤ１のみが梱包される。本実施の形態では、図３１に示す自動部品供
給装置ＡＦを用いて検査および梱包を行う。従って、複数の半導体装置ＳＤ１は、自動部
品供給装置ＡＦのパーツフィーダー部ＡＦＰにバラバラの状態で投入される。パーツフィ
ーダー部ＡＦＰに投入された複数の半導体装置ＳＤ１は、自動部品供給装置ＡＦにおいて
、順次検査され（テスト（特性選別）工程Ｐ１５）、良品と判断された半導体装置ＳＤ１
は梱包される（テーピング工程Ｐ１６）。
【００８７】
　＜テスト（特性選別）工程Ｐ１５＞
　図３２に示すパーツフィーダー方式の特性選別の工程に従って、半導体装置ＳＤ１を自
動部品供給装置ＡＦのパーツフィーダー部ＡＦＰから検査部ＡＦＴに搬送し、製品規格に
沿って選別する。自動部品供給装置ＡＦのパーツフィーダー部ＡＦＰにバラバラに投入し
た複数の半導体装置ＳＤ１を一個ずつ自動部品供給装置ＡＦの検査部ＡＦＴへ搬送する。
【００８８】
　検査部ＡＦＴでは、まず、半導体装置ＳＤ１の形状および面積を判別して、樹脂封止体
ＭＯから露出している１２個のリードＬＥおよび識別用目印ＰＰを認識し、識別用目印Ｐ
Ｐから１ｐｉｎの位置認識を行う。続いて、１ｐｉｎの位置を基に半導体装置ＳＤ１を９
０°、１８０°、または－９０°回転させて、整列させる。続いて、半導体装置ＳＤ１の
テスト（特性選別）を行う。テストにおいて不良と判断された半導体装置ＳＤ１は取り除
かれる。
【００８９】
　＜テーピング工程Ｐ１６＞
　テストにおいて良と判断された半導体装置ＳＤ１を自動部品供給装置ＡＦのテーピング
部ＡＦＣにおいて、キャリアテープＣＴに収納する。その後、キャリアテープＣＴに収納
された半導体装置ＳＤ１の外観、例えばレーザマークおよび傷の有無等が検査される。そ
の後、例えばキャリアテープＣＴをリールに巻き取り、防湿された袋にリールを収納し、
この状態で出荷する。
【００９０】
　このように、本実施の形態１によれば、識別用目印ＰＰにより１ｐｉｎの位置を容易に
認識できることから、タブレスパッケージであってもパーツフィーダ方式の特性選別を採
用することができる。
【００９１】
　（実施の形態の第１変形例）
　前述した実施の形態では、例えば前述の図８および図９に示したように、識別用目印Ｐ
Ｐは、第１方向に延在する第１保持部ＬＨ１と第２方向に延在する第４保持部ＬＨ４とが
交差する角部とインデックス１のリードＬＥ（１ｐｉｎ）との間の第１保持部ＬＨ１に連
結し、上記角部とインデックス１２のリードＬＥとの間の第４保持部ＬＨ４に連結した吊
りリードＬＬに保持されている。しかし、第１方向に延在する第１保持部ＬＨ１または第
２方向に延在する第４保持部ＬＨ４のどちらか一方に連結する吊りリードによって識別用
目印ＰＰを保持しても良い。
【００９２】
　リードフレームの第１変形例を図３４および図３５を用いて説明する。図３４はリード
フレームの表面を示す要部平面図、図３５はリードフレームの裏面を示す要部平面図であ
る。
【００９３】
　図３４および図３５に示すように、リードフレームＬＦ２は、前述の図８および図９に
示したリードフレームＬＦ１と同様に、第１保持部ＬＨ１、第２保持部ＬＨ２、第３保持
部ＬＨ３、および第４保持部ＬＨ４を有し、単位フレームの中央部（チップ搭載領域）を
囲むように、１２個のリードＬＥが配置されている。また、１２個のリードＬＥには、イ
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ンデックス（識別番号、通し番号、指標）が付けられており、インデックス１に該当する
リードＬＥが１ｐｉｎである。また、１ｐｉｎの傍に１ｐｉｎと離間して、後のモールド
工程において、その裏面が樹脂封止体の裏面から露出する識別用目印ＰＰが形成されてい
る。図３４中に、リードＬＥと重ねて付した数字がインデックスである。
【００９４】
　しかし、このリードフレームＬＦ２では、識別用目印ＰＰは、第１保持部ＬＨ１と第４
保持部ＬＨ４とが交差する角部とインデックス１のリードＬＥ（１ｐｉｎ）との間の第１
保持部ＬＨ１のみに繋がる吊りリードＬＬに保持されている。すなわち、吊りリードＬＬ
の一端が第１保持部ＬＨ１に連結し、吊りリードＬＬの他端が識別用目印ＰＰを保持して
いる。
【００９５】
　（実施の形態の第２変形例）
　前述した実施の形態では、例えば前述の図３０に示したように、１個の半導体チップを
樹脂封止する構成の半導体装置ＳＤ１を例示したが、２個または３個の半導体チップを樹
脂封止する構成の半導体装置にも、本実施の形態は適用することができる。
【００９６】
　半導体装置の第２変形例の構造を図３６および図３７を用いて説明する。図３６は半導
体装置の断面を示す要部断面図、図３７は半導体装置の裏面を示す要部平面図である。
【００９７】
　図３６に示すように、半導体装置（半導体パッケージ）ＳＤ２は、２個の半導体チップ
５Ａ，５Ｂ、半導体チップ５Ａ，５Ｂのそれぞの裏面に形成された樹脂シート（接着接着
シート、接着フィルム、封止材）３Ａ，３Ｂ、半導体チップ５Ａ，５Ｂの周囲に設けられ
た複数のリードＬＥ、および半導体チップ５Ａ，５Ｂのそれぞれの表面に配置された複数
の電極パッド（ボンディングパッド）と複数のリードＬＥとを電気的に接続する複数の導
電性ワイヤ１２から構成されている。半導体チップ５Ａ，５Ｂ、樹脂シート３Ａ，３Ｂの
側面、複数のリードＬＥのそれぞれの一部（表面（上面）と、側面の一部）、および複数
の導電性ワイヤ１２は樹脂封止体（封止体）ＭＯによって封止されている。
【００９８】
　また、図３７に示すように、樹脂封止体ＭＯの下面からは半導体チップ５Ａ，５Ｂのそ
れぞれの裏面は露出しておらず、半導体チップ５Ａ，５Ｂのそれぞれの裏面に接着された
樹脂シート３Ａ，３Ｂ、複数のリードＬＥのそれぞれの他部（裏面（下面、実装面））、
および識別用目印ＰＰの裏面が露出した構造となっている。なお、樹脂シート３は樹脂封
止体ＭＯと区別して視認することが難しいため、１ｐｉｎの位置認識では樹脂シート３は
認識されない。
【００９９】
　（実施の形態の第３変形例）
　前述した実施の形態では、半導体装置のリード（外部接続端子、外部端子、端子）をリ
ードフレームにより形成したが、電解めっき法により形成したリードを用いても良い。
【０１００】
　≪半導体装置≫
　半導体装置の第３変形例の構造を図３８～図４０を用いて説明する。ここでは、１２個
の電解めっき法により形成したリード（外部接続端子、外部端子、端子）を備えるタブレ
スパッケージを例示する。
【０１０１】
　図３８は半導体装置の裏面を示す要部平面図、図３９は半導体装置の１ｐｉｎ（インデ
ックス１のリード）が配置された外側側面を示す要部側面図、図４０は半導体装置の最終
番目のインデックスが付されたリード（インデックス１２のリード）が配置された外側側
面を示す要部側面図である。
【０１０２】
　図３８に示すように、前述の図１に示した半導体装置（半導体パッケージ）ＳＤ１と同
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様に、電解めっき法により形成したリードＬＥＥを用いた半導体装置（半導体パッケージ
）ＳＤ３も、その裏面（下面、底面）には、複数のリードＬＥＥの裏面（下面、実装面）
が露出する。ここでは１２個のリードＬＥＥを有する半導体装置ＳＤ３を例示しているの
で、樹脂封止体ＭＯの裏面には１２個のリードＬＥＥの裏面が露出している。
【０１０３】
　そして、１ｐｉｎに最も近い樹脂封止体ＭＯの角部には、１ｐｉｎに隣接して画像認識
エリアＰＲＡが設けられており、この画像認識エリアＰＲＡにおいて、樹脂封止体ＭＯの
裏面に識別用目印ＰＰの裏面が露出している。この識別用目印ＰＰは、複数のリードＬＥ
Ｅと同じ製造工程において形成され、１２個のリードＬＥＥと同一の導電性部材からなる
。なお、図３９および図４０に示すように、樹脂封止体ＭＯの側面には、１２個のリード
ＬＥＥの側面の一部のみが露出する。
【０１０４】
　このように、電解めっき法により形成したリードを採用した半導体装置ＳＤ３において
も、１ｐｉｎの傍に識別用目印ＰＰを設けることができる。これにより、１ｐｉｎを認識
して半導体装置ＳＤ３の向きを揃えることができるので、半導体装置ＳＤ３の検査におい
て、パーツフィーダー方式の特性選別を採用することができる。
【０１０５】
　≪半導体装置の製造方法≫
　次に、半導体装置の第３変形例の製造方法を図４１～図５７を用いて工程順に説明する
。ここでは、電解めっき法により形成した１２個のリード（外部接続端子、外部端子、端
子）を備えるタブレスパッケージを例示する。
【０１０６】
　図４１は１個のリードを拡大して示すリードの要部断面図である。図４２は複数のリー
ドを有する基材の製造方法を説明する工程図、図４３～図４９は複数のリードを有する基
材の製造方法を説明する製造工程中における基材の要部断面図、図５０～図５４は半導体
装置の製造方法を説明する製造工程中における半導体装置の要部断面図である。図５５は
半導体装置の裏面を示す要部平面図、図５６は半導体装置の断面を示す要部断面図である
。図５７は半導体装置の製造方法を説明する工程図である。
【０１０７】
　ここでは、１２個の電解めっき法により形成したリードを備える半導体装置の製造方法
について説明するが、これに限定されるものではなく、例えば２０個または２４個のリー
ドを有する半導体装置の製造方法にも適用することができる。
【０１０８】
　＜ウエハ準備工程Ｐ１０１＞から＜ウエハダイシング工程Ｐ１０５＞までは、前述した
半導体装置ＳＤ１の製造方法の＜ウエハ準備工程Ｐ１＞から＜ウエハダイシング工程Ｐ５
＞と同様であるので、ここでの説明は省略する。従って、＜基板準備工程Ｐ１０６＞以降
の工程について、以下に説明する。
【０１０９】
　＜基材準備工程Ｐ１０６＞
　まず、リードＬＥＥおよび識別用目印ＰＰの形状について説明する。
【０１１０】
　図４１に示すように、リードＬＥＥおよび識別用目印ＰＰは、例えば電解めっき法によ
り金（Ａｕ）膜ＬＥＥ１、ニッケル（Ｎｉ）膜ＬＥＥ２、および銀（Ａｇ）膜ＬＥＥ３（
または金膜）を下から順次形成した積層膜により構成され、ニッケル膜ＬＥＥ２がひさし
状に張り出した迫り出し部を有するマッシュルーム形状を有している。リードＬＥＥおよ
び識別用目印ＰＰの表面（上面）は、母基板２１の上面よりも高い位置にあるが、電解め
っき法により形成するリードＬＥＥおよび識別用目印ＰＰは、導電性基板（金属板）をパ
ターニングすることで形成されたリードフレームの一部からなるリードの厚さの約半分以
下の厚さで形成することができる。また、リードＬＥＥおよび識別用目印ＰＰの形状をマ
ッシュルーム形状とすることにより、後の製造工程であるモールド工程（Ｐ１１０）にお
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いて、リードＬＥＥおよび識別用目印ＰＰのアンカー効果が期待できる。リードＬＥＥお
よび識別用目印ＰＰを構成する金膜ＬＥＥ１の厚さは、例えば０．０３μｍ、ニッケル膜
ＬＥＥ２Ｂの厚さは、例えば６０μｍ、銀膜ＬＥＥ３（または金膜）の厚さは、例えば３
μｍである。
【０１１１】
　次に、図４２～図４９を用いて複数のリードＬＥＥが形成された基材の製造方法につい
て説明する。図４２は複数のリードを有する基材の製造方法を説明する工程図、図４３～
図４９は複数のリードを有する基材の製造方法を説明する製造工程中における基材の要部
断面図である。
【０１１２】
　（Ｐ１０６－１：レジスト貼り付け工程～露光工程）
　図４３に示すように、母基板２１の上面（表面）にレジスト膜２２を塗布した後、この
レジスト膜２２に、所定のパターンが形成されたフィルムマスク２３を介して紫外線を露
光する。同様に、母基板２１の上面と反対側の下面（裏面）にレジスト膜２４を塗布した
後、このレジスト膜２４に、所定のパターンが形成されたフィルムマスク２５を介して紫
外線を露光する。
【０１１３】
　（Ｐ１０６－２：現像工程）
　図４４に示すように、フィルムマスク２３，２５を除去した後に現像処理を施して、母
基板２１の上面に塗布されたレジスト膜２２および母基板２１の下面に塗布されたレジス
ト膜２４をそれぞれパターニングする。これにより、母基板２１の上面に塗布されたレジ
スト膜２２に複数のリードＬＥＥおよび識別用目印ＰＰを形成するための複数のリード用
の穴２６を形成し、母基板２１の下面に塗布されたレジスト膜２４に複数のガイド用の穴
２７を形成する。
【０１１４】
　（Ｐ１０６－３：金めっき工程）
　図４５に示すように、母基板２１の下面に形成されたレジスト膜２４の表面を保護フィ
ルム２８で覆った後、電解めっき法により母基板２１の上面に形成された複数のリード用
の穴２６の底部にそれぞれ金膜ＬＥＥ１を形成（堆積）する。金膜ＬＥＥ１の厚さは、例
えば０．０３μｍである。
【０１１５】
　（Ｐ１０６－４：ニッケルめっき工程）
　図４６に示すように、さらに、電解めっき法により母基板２１の上面に形成された複数
のリード用の穴２６の内部に、金膜ＬＥＥ１に接続してニッケル膜ＬＥＥ２をそれぞれ形
成（堆積）する。このニッケル膜ＬＥＥ２は、複数のリード用の穴２６の内部のみでなく
、レジスト膜２２の表面にも拡がって形成されるので、オーバーハング（庇のようにはみ
出した部位）を有するマッシュルーム形状に形成される。ニッケル膜ＬＥＥ２の厚さは、
例えば６０μｍである。
【０１１６】
　（Ｐ１０６－５：銀（または金）めっき工程）
　図４７に示すように、さらに、電解めっき法により母基板２１の上面に形成された複数
のニッケル膜ＬＥＥ２の表面に、ニッケル膜ＬＥＥ２に接続して銀膜ＬＥＥ３（または金
膜）をそれぞれ形成（堆積）する。銀膜ＬＥＥ３（または金膜）の厚さは、例えば３μｍ
である。なお、本実施の形態では、金膜ＬＥＥ１、ニッケル膜ＬＥＥ２、および銀膜ＬＥ
Ｅ３（または金膜）を電解めっき法により形成することについて説明したが、無電解めっ
き法により形成してもよい。ただし、これらめっき膜の形成速度（堆積速度）を考慮した
場合には、電解めっき法を用いることが好ましい。
【０１１７】
　（Ｐ１０６－６：フレームエッチング工程）
　図４８に示すように、母基板２１の下面に形成されたレジスト膜２４の表面を覆う保護
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フィルム２８を除去した後、レジスト膜２４をマスクとして母基板２１をエッチングする
。これにより、レジスト膜２４に形成されたガイド用の穴２７に対応して母基板２１の外
枠２９を形成する。
【０１１８】
　（Ｐ１０６－７：除去工程）
　図４９に示すように、レジスト膜２２，２４を除去し、余分な母基板２１の一部を除去
することにより、複数のリードＬＥＥおよび識別用目印ＰＰを有する母基板２１が略完成
する。
【０１１９】
　＜ダイボンディング工程Ｐ１０７＞
　ダイシングテープ４の下面側から紫外線を照射して、ダイシングテープ４の上面に形成
された接着層の接着力を、例えば１０～２０ｇ／２５ｍｍ程度に低下させることにより、
接着層を硬化させる。これにより、各半導体チップ５がダイシングテープ４から剥がれや
すくなる。
【０１２０】
　次に、図５０に示すように、母基板２１の下面と、熱源を有するヒートステージ９の表
面（上面）９ｘとを対向させて、ヒートステージ９の表面９ｘ上に複数のリードＬＥＥを
有する母基板２１を配置する。ヒートステージ９は、例えばステンレス（ＳＵＳ４３０）
などの導電性部材から成り、例えば４０～８０℃に加熱されている。ヒートステージ９の
表面９ｘ上に配置された母基板２１にヒートステージ９の熱が伝わり、母基板２１はヒー
トステージ９の温度と同等の温度に加熱されている。
【０１２１】
　次に、半導体チップ５の表面を円筒コレット１１によって吸着し、保持した後、半導体
チップ５をダイシングテープ４から引き剥がしてピックアップする。半導体チップ５の裏
面には、樹脂シート３が接着している。ピックアップされた半導体チップ５は、フレーム
テープ１０の所定のチップ搭載領域に搬送される。
【０１２２】
　次に、半導体チップ５の裏面に接着している樹脂シート３を介して、母基板２１の上面
のチップ搭載領域に半導体チップ５を配置し、熱（例えば４０～８０℃）を加えることで
、母基板２１の上面のチップ搭載領域に半導体チップ５を固定する。
【０１２３】
　＜樹脂シートベーク工程Ｐ１０８＞
　次に、複数の半導体チップ５が貼り付けられた母基板２１に対して、圧力を加えること
なく例えば１５０℃で６０分程度の熱処理を施す。この熱処理は、例えばベーク炉（複数
の半導体チップ５が貼り付けられた母基板２１を収納する加熱された室内）を用いたエア
（Ａｉｒ）ベークである。これにより、樹脂シート３の硬化反応を促進させて、樹脂シー
ト３を介した半導体チップ５と母基板２１との接着力が強くなり、また、樹脂シート３の
硬度が高くなる。
【０１２４】
　＜ワイヤボンディング工程Ｐ１０９＞
　図５１に示すように、半導体チップ５の表面の縁辺に配置された複数の電極パッド２と
、母基板２１の上面のチップ搭載領域の周囲に位置する複数のリードＬＥＥの表面とを、
例えば熱圧着に超音波振動を併用したネイルヘッドボンディング法（ボールボンディング
法）により、複数の導電性ワイヤ１２を用いてそれぞれ電気的に接続する。
【０１２５】
　主として、正ボンディング方式（半導体チップ５の電極パッド２と導電性ワイヤ１２の
一部を接続した後に、リードＬＥＥと導電性ワイヤ１２の他部を接続する方式）を用いる
が、逆ボンディング方式（リードＬＥＥと導電性ワイヤ１２の一部を接続した後に、半導
体チップ５の電極パッド２と導電性ワイヤ１２の他部を接続する方式）を用いても良い。
【０１２６】
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　＜モールド工程Ｐ１１０＞
　図５２に示すように、複数の半導体チップ５が搭載された母基板２１を金型成型機にセ
ットし、温度を上げて液状化した封止樹脂を金型成型機に圧送して流し込み、母基板２１
の上面側を封止樹脂で封入して、１つの樹脂封止体（封止体）ＭＯを形成する。樹脂封止
体ＭＯは、低応力化を図ることを目的として、例えばフェノール系硬化剤、シリコーンゴ
ム、および多数のフィラー（例えばシリカ）などが添加されたエポキシ系の熱硬化性絶縁
樹脂からなる。
【０１２７】
　＜ベーク工程Ｐ１１１＞
　例えば１７５℃の温度で５時間の熱処理（ポストキュアベーク）を施す。この熱処理は
、例えばエア（Ａｉｒ）ベークである。これにより、複数の半導体チップ５、複数のリー
ドＬＥＥのそれぞれの一部（表面と、側面の一部）、複数の導電性ワイヤ１２、および識
別用目印ＰＰの一部（表面（上面）と、側面）などが樹脂封止体ＭＯによって封止される
。樹脂封止体ＭＯの厚さは、例えば３００μｍである。
【０１２８】
　＜ＳＵＳ剥がし工程Ｐ１１２＞
　樹脂封止体ＭＯから母基板２１を折り曲げながら引き剥がす。これにより、樹脂封止体
ＭＯの裏面（下面）から樹脂シート３および複数のリードＬＥＥのそれぞれの他部（裏面
（下面、実装面））および認識用目印ＰＰの裏面（下面）を露出させる。母基板２１を引
き剥がした後も、半導体チップ５の裏面には樹脂シート３が接着している。
【０１２９】
　＜レーザーマーク工程Ｐ１１３＞
　図５３に示すように、レーザー１４を用いて樹脂封止体ＭＯの上面に品名などを捺印す
る。
【０１３０】
　＜パッケージダイシング工程Ｐ１１４＞
　図５４に示すように、ダイシングテープ１５を準備する。続いて、ダイシングテープ１
５の上面に、複数の半導体チップ５、複数のリードＬＥＥのそれぞれの一部（表面と、側
面の一部）、および複数の導電性ワイヤ１２などを被覆した樹脂封止体ＭＯを固定する。
【０１３１】
　次に、例えばダイヤモンド微粒を貼り付けた極薄の円形刃を用いて、樹脂封止体ＭＯの
裏面側から樹脂封止体ＭＯ、複数のリードＬＥＥ、および吊りリードＬＬをスクライブ領
域に沿って縦、横に切断する。樹脂封止体ＭＯは半導体装置（半導体パッケージ）ＳＤ３
に個片化されるが、個片化された後も半導体装置ＳＤ３はダイシングテープ１５を介して
固定されているため、整列した状態を維持している。続いて、樹脂封止体ＭＯを切断する
際に発生した屑などを除去するために、半導体装置ＳＤ３を洗浄する。
【０１３２】
　＜バラ落とし工程Ｐ１１５＞
　図５５および図５６に示すように、ダイシングテープ１５を除去することにより、個々
の半導体装置ＳＤ３に分ける。半導体装置ＳＤ３の表面には、レーザマークが印字されて
いる。また、半導体装置ＳＤ３の裏面には、１２個のリードＬＥＥのそれぞれの裏面、お
よび半導体チップ５の裏面に貼られた樹脂シート３が露出している。従って、半導体チッ
プ５の裏面は、樹脂シート３に保護されている。また、半導体装置ＳＤ３の側面には、１
２個のリードＬＥＥの側面の一部が樹脂封止体ＭＯから露出している。なお、樹脂シート
３は樹脂封止体ＭＯと区別して視認することが難しいため、１ｐｉｎの位置認識では樹脂
シート３は認識されない。
【０１３３】
　個々に分けられた複数の半導体装置ＳＤ３は、前述した半導体装置ＳＤ１と同様に、前
述の図３１に示す自動部品供給装置ＡＦを用いて検査および梱包を行う。従って、複数の
半導体装置ＳＤ１は、自動部品供給装置ＡＦのパーツフィーダー部ＡＦＰにバラバラの状
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態で投入される。
【０１３４】
　そして、前述した半導体装置ＳＤ１の製造方法と同様に、＜テスト（特性選別）工程Ｐ
１１６＞および＜テーピング工程Ｐ１１７＞を経て、良品と判断された半導体装置ＳＤ３
は出荷される。
【０１３５】
　このように、電解めっき法により形成したリードを採用した半導体装置ＳＤ３において
も、識別用目印ＰＰにより１ｐｉｎの位置を容易に認識できることから、タブレスパッケ
ージであってもパーツフィーダ方式の特性選別を採用することができる。
【０１３６】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【符号の説明】
【０１３７】
１　半導体ウエハ
１ＣＡ　チップ領域
１ＳＡ　切断領域（スクライブ領域、ダイシング領域、ダイシングライン）
１ｘ　第１主面（表面）
１ｙ　第２主面（裏面）
２　電極パッド（ボンディングパッド、表面電極）
３，３Ａ，３Ｂ　樹脂シート（接着シート、接着フィルム、封止材）
４　ダイシングテープ
５，５Ａ，５Ｂ　半導体チップ
６　銅（Ｃｕ）生材
６ｘ　表面（上面）
６ｙ　裏面（下面）
７　レジスト膜
７Ａ　レジスト膜（硬化部分）
８　溶解液
９　ヒートステージ
９ｘ　表面（上面）
１０　フレームテープ
１１　円筒コレット
１２　導電性ワイヤ
１３　キャピラリ（円筒状の接続治具）
１４　レーザー
１５　ダイシングテープ
２１　母基板
２２　レジスト膜
２３　フィルムマスク
２４　レジスト膜
２５　フィルムマスク
２６　リード用の穴
２７　ガイド用の穴
２８　保護フィルム
２９　外枠
ＡＦ　自動部品供給装置
ＡＦＣ　テーピング部
ＡＦＰ　パーツフィーダー部



(24) JP 5919087 B2 2016.5.18

10

20

ＡＦＴ　検査部
ＣＴ　キャリアテープ
ＬＥ　リード（外部接続端子、外部端子、端子）
ＬＥ１，ＬＥ２，ＬＥ３，ＬＥ４　リード（外部接続端子、外部端子、端子）
ＬＥ５　タブ（アイランド）
ＬＥＥ　リード（外部接続端子、外部端子、端子）
ＬＥＥ１　金（Ａｕ）膜
ＬＥＥ２　ニッケル（Ｎｉ）膜
ＬＥＥ３　銀（Ａｇ）膜
ＬＦ１，ＬＦ２　リードフレーム
ＬＨ１　第１保持部
ＬＨ２　第２保持部
ＬＨ３　第３保持部
ＬＨ４　第４保持部
ＬＬ　吊りリード
ＭＯ　樹脂封止体（封止体）
ＭＯ１，ＭＯ２，ＭＯ３，ＭＯ４　封止体
ＰＰ　識別用目印
ＰＲＡ　画像認識エリア
Ｓ１　第１側面
Ｓ２　第２側面
Ｓ３　第３側面
Ｓ４　第４側面
ＳＤ１，ＳＤ２，ＳＤ３　半導体装置（半導体パッケージ）
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【図３】
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